Katodoliuminescencija nitridiniuose junginiuose esanciuy defekty aplinkoje

Cathodoluminescence at the vicinity of III-nitride deffects
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IIT grupés nitridai dél savo iSskirtiniy elektriniy ir
optiniy savybiy, potencialo aprépti visa regimosios
$viesos diapazong yra i$samiai tiriami siekiant plésti jy
pritaikymo galimybes bei nustatyti kvantinj nasuma
ribojancias priezastis, dél kuriy prastéja junginiy veika.

Didele reikSme III grupés nitriduose turi juose
pasireiSkiantys  defektai:  plokStuminiai pakavimo
defektai, dislokacijos, taskiniai defektai. Dél $iy defekty
kinta bandiniy optinés ir elektrinés savybés, pavirsiaus
morfologija, prastéja bandiniy kokybé.

Darbo metu pasinaudojant hibridine skenuojancio
elektrony mikroskopo bei katodoliuminescencijos
spektroskopijos  metodika istirti skirtingi III grupés
nitridy bandiniai, nustatytos biidingos liuminescencijos
tendencijos defekty aplinkoje bei jvertinta koreliacija
tarp bangos ilgio ties intensyvumo maksimumu ir
katodoliuminescencijos intensyvumo.

Atlikus skirtingy AlGaN, InGaN, GaN bandiniy
analizg  pastebéta, jog  katodoliuminescencijos
intensyvumas zenkliai krenta ties dislokacijomis. Tai
patvirtina, jog dislokacijos sparciai iSauga nespindulinés
rekombinacijos tikimybé. Taip pat aplink dislokacijas
pasireiskia dipolinio energijos poslinkio efektas[1]
(liuminescencijos bangos ilgio poslinkis j mélynaja ir
raudonaja sritis), siejamas su skirtingy deformacijos
sri¢iy susidarymu bei atomy persiskirstymu Siose srityse.

Bangos ilgio poslinkiai stebimi ir makro defekty
(,laipteliy-terasy™  struktiiry) aplinkoje. Cia jie
pasireiSkia del skirtingos III grupés atomy augimo
spartos skirtingos orientacijos kryptimis, salygojancios
nevienodg atomy pasiskirstyma puslaidininkyje[2,3].

Isskirtinai InGaN pasireiskianciuose V-tipo bei
kilpiniuose defektuose (1 pav.) stebimas raudonasis
liuminescencijos poslinkis. Sis efektas gali biti siejamas
su didesne In koncentracija bei platesniy kvantiniy
duobiy (QW) susidarymu[4] — maZesniu draustiniu
energijy tarpu — minétuose defektuose.

1 pav. InGaN SEM nuotraukoje stebimi defektai: geltonu
apskritimu pazyméti V-tipo defektai, raudonu - kilpinis defektas.

Koreliacija tarp atskiry sriciy spinduliuojamo bangos
ilgio bei intensyvumo stipriai veikia Siy defekty sukelti
lokal@is spinduliuotés spektro pokyciai, kurie ir lemia
koreliacijos stiprj tirtuose bandiniuose. Bandiniuose su
dideliu taskiniy defekty kiekiu, kurie gali veikti tiek kaip
spindulinés, tiek nespindulinés rekombinacijos centrai,
koreliacija tampa labai silpna arba neegzistuojanti. Sie
defektai taip pat stipriai keicia ir bendrg bandinio spektra,
deél ko tokiy junginiy spektrinés charakteristikos tampa
sunkiau nuspéjamos.
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